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Analiza 'deskrvpto;owa

| URZADZENIA MBDYCZNE: BADANIA OTONEUROLOGICZNE + -
’ .-+ SYSTEM AM56 + BADANIA ZAKLGCALNOSCI.

-~

Analiza dokumentacyina

2

Protoksit z badan zakiécalnos$ci elektromagnetyczne]

— systenu do badan otoneurologicznych AM56. Zakres

- _ badan obsojmouiai sprawdzanie pdpornodci na zakiécenia
sieciowc typu 1mpulsowe nanosekundove i krétkotrwaze zaniki
napigcia sieci, oraz na wyladowania elaktrycznOaci statycznej.

Protokéi zawiera vyniki badah i unioski.

Tytuly poprzednich sprawozdan . ,
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Protokét z badart zakiécalnodci cloktromagnetycznej urzgdzenias.
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ggggiggggg;ggig:"System do badafi OtoneurDIOgibzpych AM=56
' /prototyp ORMED/.'

~

1.1¢ Zleceniodewcas ORMED ’ o - ,

'1.2. Zlecenie MERA-PIAP nr 5181 ' - N

1.3. Konsultacja przy ‘badaniach. ze strony zlecaniodawcy:
mgr inz. .Wojtouicz. mgr inz,. K.Glcwacki.

System siuzy do badania zaburzef bZednika, W skiad systemu
/zestawu/ wchodzi: czgés centralna wykonana w postaci kasety

' konstrukcji CAMAC umieszczonej na ruthomym wézku, gonioskopu,

klawiatury funkcyjnej, k kabla ekranowanego do elekkrod umie-
szczonych na glowie pacjénta.

,w kacecie umiaszczono nastgpujgce moduy s

M1 - ZASILACZ sieciowy wielowy]jéciowy

220V 50Hz do zasilania moduiu M2 ) -

2x5V /2,5A/ do zasilania czedéci cyfrowej i logiczne]j

12V, -5V do zasilania moduléw 14, W5, MB o
t45v do zasilania czeéci an31090wej M8, M3,

* M2 = REJESTRATOR analogowy 3 kanakowy

M3 =~ ZAPIS; starbwanie -kanalem rejestratora,

‘4 = kanal zapis alfanumeryczny wynikéﬁ pomiaréw
2 - kanat rejestracjs obserwacji
3 = kanai -

M4 - CPU = jednostk- centralna z‘pP 8080 V?

‘M5 = ROM - panigc. 2kb /2708/ /programy/

M6 =~ RAM = pamiec 2kb /2102/ /wyniki pomlaréw/

M7 « I/O - sterowanie i obslugn klawistury,gonioskopu i
przetwornika n M8

M8 -= WZMACNIACZ ENG, WZMacniacz réznicowy z przetwornikiem
c/a i a/c 8 bit,

M9 =« ANALIZA = uklady wstepnego przetwarzania sygnatu 53
wejclowego. '




- ne atojaku. Lampki listuy zapalane sg ukZaden elektronicznym
" gterowanym- progranowo. Gonioskop przylaczony jest wielozylouym

' Klawiatura funkchna zavis ra 9 przyciskén podéwietlanych i jes

Se &

elektrod pominrowych. - ' “

Gdﬁiﬁékog- wykonahy‘Je%i W pbst;ci 1is¥wy'6wiet1nej'hmieszézbne

kablem z pakictem I/O /MZ/.

przyiaczona wielsiyXowym kablem do pakietu I/0 M7/. .

Funkcjunalnoéé przyciskéw klawintury, rodzaje pracy systenu:

TEST 1 - linis zerova, wstgpne ustalenie poziomGW‘zapiaéw
kanazéw rejestratora, , : ] :

TEST 2 = kalibracja toru pomiarowego /ustalania wzmacnienis/,

OBSER = rsjestracja sygnaléw. -

AUTO = rejestracja i przetuarzania sygnaiéu od pacjenta, _

START,STOR. = obstuga rejestratoea, uruchomienie, zatrzynanie,

05, 1 .= obsiugs rejestratora, wybdér predkoéci zapisu, T

BLOK.: = zerowanie, zwleranie toru poniarowego. '

. . N . . { . .
Zasilanie zestawu =z sieci prgdu przemiennego SO0Hz, 220V.
Zestaw jest projektowany jeko przyrzgd w II klasie ochronnoéci
/bez przewodu zerowego lub uziemiajgcego/.:

zz.;.mznlség g1t T

ra przedstawxcielam zlacéniéaaﬁcy uqfalono nQStqujecyuzakras.
badan systamuz

293

a/ Zaktécalnoéc systemu od streny sieci zasilajacej przy
zakléca%ﬁsch 1mpulsowych n.nosukundowych 5/100na, niesymc=
,trycznych. oddzia&ywujqcych n& przy&acze sieciowe /wtyczke
kabln sinciowego/. .

b/ z.k&écalnoéc systamu od strony sieci zasilajgcej przy .
krétkotrwaiych zanikach napiecia siec%,oddzialywujacych j o,

c/ zaklécalnoic systemu na uyiadowanin elektrycznodci statycznej
/ESD/: inicjowane na obudowg kasety i piyty: czolowe modukéw
Mg, M2, M8, MI, na osiong klawiatury funkcyjnej.

Badania ptzeprowadéanafu warunkach laboratoryjnych przy\wzaje-
mnym usytuowaniu urzgdzeh stosowanym w praktyce. Do kontroli
dziatania sys tamu wykofzystano serwisowy. wewngtrzny test ozna=~
czonyc Ti. Do uejécia wznacniacze nis przquczono -kabla od A/




4,

4.1. Symulacja zak!dcoﬁ 1mpulsouych nanosekundowych 5/100ns nieay

'Cngc centralna umieszczono na piycie netalowej ) uymiarach

‘1mpulsoweJ od strony sieci 1 prazy, badaniach zaklécalnodci od
ESD piyts byia pcloczona z' zaciskien zerowym sieci zasilajgcel.

_badatl przez zleceniodawcg oznaczonych umownies

.22 -'zablokowanie'aygna&u przctwarzania w module M7, /well

1x1im stanowligcyg zienie odniesianiu. Przy badaniach zakldcalnosc

Pomiary przeprowadzonn dla nastepujqcych rodzajéw pracy systanu
fesT 1, TEST 2, OGSER., AUTO,., oraz START/STOP.
Ustllono nastepujaco kryteri; ocenv ofcktéw znkléceﬁ systenu:

- zmisny rodzeju pracy . obsaruowane na kléwiaturze funkcjonalnej‘

- zmisny w zipisach na kanatach 2 1 3 rejestratora w stosunku
do zapiséw standsrdowych,

- poprawnoéC zapisu 1nformucji nlfanumerycznej ne kenale 1
/czytelnoéc i tresc¢/, , \

- zaobserwowane zniany w dziokaniu gonioskopu.

Doédatkowo w celu’ wykryci: ukzadéw o najniZszej odpornoéci prze-
proviadzono poniary dla kilku znian wprowadzanych w trakcie
Z0 = urzadzenie w stanis dostarczonyn do badan /z przewoden
N ochronnym pelaczonym z obudowg kasety poprzez M1/,
21 - odsprzzenie linii weJéciowych z klawintury /kondensatory
na zlaczu 252 moduzu n7/.

element 7412, kon@ensator 33nF/,
23 - odsprzgzenie linii zasilania v kasecie,
Z4 --blokowanie wejéé komparatora w pakiecie M9 oraz obwodéw
. zasilanza plkietu M3, - ‘
25 = izalacja obuddw ra;astratora Mz. wzmacni-cz: 118, usunigcie
. fileru sieciowego z zasilacza Mi. odlqczonie przewodu )

-

ochronnega. ) -

%zxgéx %3Us égli.il"igg

metrycznych w obwodzie sieciowym.

Metoda aymulacji SN10 /oanaczenie MERA=PIAP/ , Zaklécenie
oddziatywuje jednoczo‘nio na oba przeuody fazowic ‘wzgledem
potencjaiu przeuodu zerowego przy&gczn sieciouesgo. Zrédio’
sygnaiu zaklécajqcego: symulator zakléceﬂ sieclonych NSG 222
/SCQAFFNER/;’Parametry impulsu zaklécajacego: ksztatt imggls

9




" 4,2.

. Hetoda’ symulncji S570. Symulator zaktdcedt §25-1 /MERA-PIAP/.

4:3'0

5S¢ Gyngki pomierow o

-5.1.

Rodzaj pracy , poziom . . objawy-zakécenia ’
- - zakzécenia

TEST 1 " . +428V. 'K - gasi T1

g . § -445Y G -~ gednie lanpka

TEST 2 Bogey . K - do stanu OBSER
. OBSERW. . #375V K - przejécie do T1

e T =420V R - oscelacje w kanale 3

AUTO ;o +335V. K = przejécie do T1

' / -mmv R

-wykladniczy. polaryzacju impulsdw dodatnia lub ujemna.
'amplitudn do 1500V, czas zbocha'n;rastajecago Sns. czas ;
‘trwania impulsu ok. 100na. czestodc 1mpu1$ow 12 5H¢. faza

. . \\

impulséw wzgledom nspiecia sieci g0? elektrycznych Urzgdzenﬁ
badanc znsilnne przaz filtr sleciowy NSG 200.

Synulacju krélkotrwa&ych zanikéw napigcia siaci.

Czestoéé zakidcer 0.2H;.TzaPléqenie.inicjoqueTJpsg przy
naturalnym przej$ciu pradu sieciowego s?etemg przez wartoéé
zefbwg. Waftoéé;napiec}a przed zanikism 220V,
Synulacja w&kadowéﬁ elektrycznodci statycznej.
Metoda symulacji SEBO zgodna z zaleceniami JEC 554=5 czi2.
Wykorzystywany symulator wyzadowati ESD-1 /MERA=PIAF/.
Pods tawowo paramatry synuhatora: ukad wyladowczy /
150pF/1500m. napi@cie ‘wyjéciowe o polaryzacji dodatniej
0...16 kV. Uy&adouanin 1nicjowana jest zblizeniem elektrody
symulutora do uybranego punktu poniarowego.

- N . -

aniki pomiaréw urz@dzenia w stanie dostarczonyn do badaﬁ

720/ :

a/ poziom zthécalno‘ci 1mpulaowej od strony sieci /1mpulsy
b/iGOns. metoda symulacji SN10/.

lub oscalacji =zakiéc
nia w zepisie. kanaiu
G - _przeskoki,gasnie lam

/Oznaczenia. K - klawiatura. R ‘= rejestrator, G = goniosko

- brak zapisu w kanale%
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b/ przy symulhcji krétkotrualych zanikéw napiecia sieci” metod
. 8570. trinajacych pownyZej 50ns dla pracy AUTO zaobserwoweno
wystapienie bxokady kltwiatury. brak reakcji systemu ne
tterowania przy pombcy klawmntury. ‘ o

c/ przy pogiomie wy&adowaﬁ ok. SODV /poziom nianornalizouany.j
‘__najblizszy 2kv/, symulowanych metoda SEBO, inicjowanych
- na obudowe kasaty. zaobserwowano zaklécenia na klauiaturzeg
w zapisia rejestratora, w dzialaniu gonioskopu.
Be2e Dodbtkowe Qprawdzania éaklécalnoéci 1mpglsoﬁaj_od qtronf siec
/metoda SN10/ dls zmian W urzadzaniug _ : _
% -
1. Po wprowadzeniu zniany zi /odsprzoienie viejdc M7 z
- klawistury/ nie zaobserwowano zmian w po"ionach zaktdcal= |
nodci impulsowej. |

>

2. Po wprdhadzeniu zmiany Z2 i 23" stiilerdzono éodwyzizenie
- poziomu zakldScalnosci dla TEST 1, TEST 2 do pozionu:
-1OODV. Przy jednoczesnym poigczeniu szyny OV-kasety z
obudowg. kasety stwierdzono podwyzszenie poziomu zakibcal~
neséci dla impulsdw o polaryzacji ujemnej do =1275V.
Przy czym gonioskop zakiécal sie jux przy pozionmie 2550V,
. .. Jobjawyj zliczanie: dodatkowych impllséw, zerowsnie/« -
' Dodeatkowo sprawdzono poziom zaklocalnoéci przy zmianach
W przetworniku M8 dla pracy OBSERW.. Przy pozibonie 1500V
' 'nie zaobserwoiiano zmian na klawiaturze. gonioskop zakbdcaz
| si¢ przy poziomia oB?OV. -Baov. ' '

3. Pa wprowadzeniu zmiany 4 w MQ. dla pracy AUTO stwierdzono
%e. objawy znklocania wystepuja powyzej -SSOV. =

4. Poniewaz w trakcie badai uykryto potaczenie. obwodéw
_ weungtrznogo zasilania z obudowa w blokach M2 i M8, zerowa
" nie obudowy kasety poprzez. blok zasilania M1, jak dla '
kasety I ochronnodci, wprowadzono dodatkowo zmiamy 25

1 sprawdzono poziomy Zaklécalnosci.
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TEST 1 ) +425V_‘1 N ‘G - gasnie lampka .
-248V° . K = przejécie do OBSER.
TEST 2 - feasv K - przejécie do OBSER.
OBSER. +500v - K = zniany predkoséci |
. . N : . rejestracji o
-375V G - przeskoki, gadnie lampka
AUTO.. - " +375V K - przejécie do STOP,
. : . zmiany.predkoéci
- -225V 'R ~ niepoprawny zapis

_ w kanale 1
' Joznaczenia: K = klawigturas., G= gontoskop, R -'rejost?ato}/;=
5.3, Przeprowadzono sprawdzenie_zaklécalnuéci systenu /przay ! R
snianach Z1...25/ od wytadowan glektrycznoéci statyczne].
Stwierdzono, ze przy. pozionach wytadowart ok. 500V inicjowanyc
na kssetQ, plyty czoiowe modukéw, klawiature wystgpuig objawy
zakléceﬁ klawiatury..gonioskopu“rcjestratorn. Przy zainicjow
nyn pojedynczym hyigdowaniu na ostong klawiatury o poziomie
zkodzenie ukiadu obsiugi klawia=

>

oke 3 = 3;5 kV'wystapilo us
tury » pﬁkiecig'M7¢

Wnioski, Dadgd .

‘6 Wnioski z .
6.1, SystemfurzadZ¢ﬁ'AM656 dosterczony do bada# wykonany w I Kklas
ochruﬁnoéci /stan znian 20/ cechuje eig nastgpujgcyni pozion

mi odpornoscis < | ; o ’

- na zakibécenia sieciowe impulsowe 3/100ns nieaymatryozne

. /metods symulacji SN10/, ponizej 275V /ftest 2/,

- na krétkotrwale zaniki napigcia sieci /metoda symulacji SS
czas trwania zaniku do 50 ns..dla czasbw truania zahlkéq
powyzej 5Ons wystepuje blokade obsiugi -klawiatury, '

-~ na wytadowanias aléktg&cznoéci sfatycinej‘/meféda symulacji
sEeo/ poziom ienormelizZowany ponizej 500V.

6.2+ System urzadzed AM-GG6 ze zmignami Z5 umozliwiajacymi zalicze
nie do II klasy ochronnodci oraz znianani Z1,Z2,Z3,24 osigge
nastepujece poziomy odpornodécis ' L
- ne zakibdcenia sicciove @mpui;owa 5/100ns niesymetryczni'
/metoda symulacji SN10/ ponizej 225V JAUTO/ , _ "
- na krétkotrwate zaniki jak w p.G.l, - , ;
- na wyladowania ESD jek w pe. Gelo ‘ ' ‘ 8




6.3,

-_badane urzadzenie posiada b.niska odpornosc na zaktécenla

Za wzglgdu na brak odpowiednich dokumentéw nornalizacyjnych
okroélajacych wymagana poziony odpornoéci urzadzaﬁ stosowanych
w medycynie. do anelizy wynikéw proponuje .sig@ przyigé wynagane
i osiggane poziomy odpornoéci urzedzern uP stosowanygh w autona-
tyce.

Odpornosé urz gdzen na zaklécenia imgglgpwe nano*okundowa od .
strony sieci przy metodzie symulacji SH10 powinna wynosic '
1000V lub 1500V, uzalainiana jest oé wynagan niezauodnoéci
eksploatecyjnej. - - . :

Odpornodé urzadzen na krétkotrwale -zaniki: napiecia sieci przy

metodzie symulacji SG70. powinna wynosidé powyze] 20 ns.-
Odpornogc urzadzefh na wyZadowanig elektrycznodci stetyczne] ESD

.metoda’ symulacji SESO powinna wynosic¢ 4kV, 8kV i jest uzaleznioj

‘wytadowanis elektrycznoéci statycznej. Urzadzenie posiada

, Vistgpna gnaliza wynikéw ponmiarow zakiscalnodei impulsowej od
- strony sieci wskazuje, 2e niski poziom odpornosSci wynika ‘z.nis-
. kiego pozionu zakiscalnosci ukladéw zwiazanych z_ czeéci: snalo-.

. zewnetrznych $rodkdéw ochrony w obwodzie zasilania sieciowego‘

na od wilgotnosci érodowiska pracy i. wystepowania materialéw
syntetycznych w miejscu pracy urzgdzenia. . o "4
Biorqc pod. Wuwage: powyzsze wymaganie mozna stwierdzié 2e

impulsoune’ nanosekundowe w obwodzie sieciowym i b.niska ponizej
pozionu- normelzzowanaga /najnizszy poziom: 2kV/, odpornos$é na’

zadawalajaca odpornoéé na krétketrvaie zaniki napigcia sieci.

gowy' i enalogowo=cyfrowg umieszczonych w moduZach M8 i M9
/pipe 5e2:1, 54242/ ‘ '

Padwyzazenie odpornodci systemu wynsgac bedzie zmian w w/w
uklncach..Podwyzszenie odpornodci powyzej 550V wynaget bedzie
podwy2szenia. pdpornodci moduu M7 i vspélpracujacych Z tym
modutem ukiaddéw klswiatury i goniosk0pu.

Dalszs podwyzszenie ocdponnoéci mozliwe jeet ‘da uzyskania
bozpodrednio w module zasilacza M1 przez zastosowanie odpowie~
dniego filtru sieciowego przeciwzakidceniowego jesli urzadzenis
byloby wykonywane w I klasie ochronnodéci lub zastosowania’

przy wykonaniu zestawu w II klaeie ochronnoéci.
H . -

- -
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Podwyzszenie odpornoéci na wy&adowznia alektrycznosci statycz—
nej wymaga wykonan:a: '

- po&gczan oslon urzgdzeﬁ wspélpracujacych - czeécia cantralne
.z obudowa kasety /osXony klawistury i gonioskopu/,
- poleczon obudéw moduow z konstrukcga kasety.
. usunlecia niekontrolowanych polaczen ‘obwodéw zasilaf
wewnetrznych z obudowa -w module M2 i M8.
Dalsze podwy:szenie odpornoéci mozliwe jeot-

= przy wykonaniu.zestawu .w I. klasie ochronnosci. przez skuteczn
uziemianie /zerowanie/ obudowy,

= przy uykonaniu zestawu.w II klasie ochronnoéci przez
z‘gstosowanie _zewnatrznych Srodkéw ochrony “mnle/szpfa,c‘c/cbf
prawdopodobiefistwo powstawania tadunku slektrostatycznego.

_6.5}.#fzed przystapienien do wprowadzenia niézhgénych zmian w celu

podwyzszenia odpornoscl systenu AM=56, projeltanci. sysfemu

powinni wybraé realizowana klase ochronnodei systenu.’

Po wprowadzeniu zmian nalezy przeproWadzic badania zaPlécalnoL

ci potwierdzaj@ce skutecznoéc wprOWadzonych zninn. ‘
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